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Résumé

Cette these concerne la réalisation de deux types de cellules solaires innovantes et a haut
rendement, les cellules tandem 1lI-V/Si et les cellules a porteurs chauds (HCSC). Les cellules
HCSC offrent la possibilité de récolter plus d'énergie solaire que la limite fixée par le modele
de Shockley-Queisser. Dans les HCSC, I'énergie cinétique excédentaire est convertie en
énergie électrique utile plutét que d'étre perdue par des mécanismes de thermalisation. Pour
extraire les porteurs pendant qu'ils sont encore "chauds", il faut développer des contacts
sélectifs (en énergie) efficaces. Dans ce travail, nous étudions un ensemble de cellules HCSC
avec deux contacts sélectifs différents (une barriere semi-sélective et un puits quantique
unique sélectif) pour étudier I'extraction des porteurs chauds. Les échantillons ont été
fabriqués sur substrat d’'InP (001) par MBE. Cette étude est la premiére étape vers le
développement de cellules HCSC. Aujourd'hui, les meilleurs rendements sont atteints grace a
des cellules solaires multijonctions sur des substrats en GaAs ou en Ge. Bien que présentant
des rendements de conversion élevés, ces cellules solaires souffrent du colt élevé de ces
substrats. Notre stratégie consiste donc a développer une cellule tandem sur silicium. De plus,
cette voie permettrait de dépasser la limite d'efficacité théorique des cellules individuelles en
silicium. Dans ce but, nous utilisons le GaP, épitaxié par MBE sur Si, comme premiere étape
vers |'utilisation d'absorbeurs en nitrures dilués GaAsPN possédant la bande interdite requise
de 1,7 eV. En particulier, nous avons étudié des photodiodes GaP n-i-p épitaxiées sur substrat
de Si, et avec deux types de contacts électriques : des contacts top-top (non sensible a
I'interface GaP/Si) et des contacts top-bottom (photocourant a travers l'interface GaP/Si).
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